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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の熱電素子からなる熱画像センサが配列された第１の基板と、
　入射光に応じて電荷を発生させる電荷発生領域と、予め付与される電荷転送信号に基づ
いて前記電荷発生領域で発生した電荷を所定の電荷収集領域に転送する転送電極と、を有
する距離画像センサが配列された第２の基板と、を備え、
　前記第２の基板は、前記熱画像センサの配列領域と前記距離画像センサの配列領域とが
積層方向から見て重なるように前記第１の基板に積層され、
　前記第１の基板と前記第２の基板との積層により、前記第１の基板を天板として前記熱
画像センサの周囲の空間を密封する密封体が形成されていることを特徴とする複合センサ
。
【請求項２】
　前記第２の基板における前記距離画像センサの配列ピッチは、前記第１の基板における
前記熱画像センサの配列ピッチよりも小さくなっていることを特徴とする請求項１の複合
センサ。
【請求項３】
　前記密封体の内壁面には、中赤外領域の光を通す光学フィルタ膜が形成されていること
を特徴とする請求項１又は２記載の複合センサ。
【請求項４】
　前記密封体の内部は、真空状態となっていることを特徴とする請求項１～３のいずれか
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一項記載の複合センサ。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項記載の複合センサと、
　前記第２の基板における前記距離画像センサの配列領域が結像面となるように配置され
たレンズと、を備えたことを特徴とする複合センサモジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複合センサ及び複合センサモジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、人の立ち入りなどを感知する人感機能を有するセンサが知られている。このよう
なセンサでは、十分な検出確度が要求されるが、サーモパイルやボロメータアレイといっ
た熱画像センサのみを用いた場合では、例えば遠くにいる大人と近くにいる子供とを判別
できないことがあった。そこで、例えば特許文献１～３に記載の技術では、熱画像センサ
と距離画像センサとを組み合わせた複合センサが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－３１８１６５号公報
【特許文献２】特表２０１１－５１４７０９号公報
【特許文献３】特開２０１１－２３２６０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述したような複合センサでは、検知対象物を精度よく検知するために、熱画像と距離
画像との間に画像ずれを抑制することが必要となっている。また、外乱の影響等を排除し
、熱画像センサ及び距離画像センサの感度を向上させることも必要となっている。さらに
、熱画像センサ及び距離画像センサを配列する関係上、それぞれのセンサに最適な製造方
法の実施や、信号の読み出し回路等を配置するための設計を許容する自由度を確保するこ
とも求められる。
【０００５】
　本発明は、上記課題の解決のためになされたものであり、センサの感度を十分に向上さ
せることができ、かつ製造・配置の自由度を確保できる複合センサを提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題の解決のため、本発明に係る複合センサは、複数の熱電素子からなる熱画像セ
ンサが配列された第１の基板と、入射光に応じて電荷を発生させる電荷発生領域と、予め
付与される電荷転送信号に基づいて電荷発生領域で発生した電荷を所定の電荷収集領域に
転送する転送電極と、を有する距離画像センサが配列された第２の基板と、を備え、第２
の基板は、熱画像センサの配列領域と距離画像センサの配列領域とが積層方向から見て重
なるように第１の基板に積層され、第１の基板と第２の基板との積層により、第１の基板
を天板として熱画像センサの周囲の空間を密封する密封体が形成されていることを特徴と
している。
【０００７】
　この複合センサでは、熱画像センサの配列領域と距離画像センサの配列領域とが積層方
向から見て重なるように配置されている。このため、熱画像と距離画像とを同軸で取得す
ることが可能となり、熱画像と距離画像との間の画像ずれを抑制できる。したがって、検
知対象物を精度よく検知できる。また、演算に要する時間の短縮及び時間分解能の向上が
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図られる。さらに、この複合センサでは、第１の基板と第２の基板との積層によって形成
される密封体によって熱画像センサの周囲の空間が密封されている。これにより、距離画
像センサの周りで発生する熱が熱画像センサ側に影響を及ぼすことを防止でき、熱画像セ
ンサの感度を向上できる。これに加え、熱画像センサを配列する基板と距離画像センサを
配列する基板とが別体となっているので、センサに最適な製造方法の実施や、信号の読み
出し回路等を配置するための設計の自由度を確保できる。
【０００８】
　また、第２の基板における距離画像センサの配列ピッチは、第１の基板における熱画像
センサの配列ピッチよりも小さくなっていることが好ましい。距離画像センサには、転送
電極などの構成要素が含まれており、これらの構成要素が熱画像センサを遮蔽する遮蔽体
となることが考えられる。このため、距離画像センサの配列ピッチが熱画像センサの配列
ピッチと同等以上であると、熱画像センサの一画素当たりの遮蔽の影響が大きくなり、熱
画像の画質が劣化するおそれがある。したがって、距離画像センサの配列ピッチを熱画像
センサの配列ピッチよりも小さくすることで、熱画像センサの一画素当たりの遮蔽の影響
が抑えられ、熱画像の画質を担保できる。
【０００９】
　また、密封体の内壁面には、中赤外領域の光を通す光学フィルタ膜が形成されているこ
とが好ましい。これにより、空気中の水分や二酸化炭素等の吸収によって影響を受けやす
い波長帯の光をカットでき、熱画像センサの感度を一層向上できる。
【００１０】
　また、密封体の内部は、真空状態となっていることが好ましい。距離画像センサの周り
で発生する熱が熱画像センサ側に影響を及ぼすことを一層確実に防止できる。
【００１１】
　また、本発明に係る複合センサモジュールは、上記複合センサと、第２の基板における
距離画像センサの配列領域が結像面となるように配置されたレンズと、を備えたことを特
徴としている。
【００１２】
　この複合センサモジュールでは、複合センサにおいて、熱画像センサの配列領域と距離
画像センサの配列領域とが積層方向から見て重なるように配置されている。このため、熱
画像と距離画像とを同軸で取得することが可能となり、熱画像と距離画像との間の画像ず
れを抑制でき、検知対象物を精度よく検知できる。また、演算に要する時間の短縮及び時
間分解能の向上が図られる。さらに、この複合センサモジュールでは、第１の基板と第２
の基板との積層によって形成される密封体によって熱画像センサの周囲の空間が密封され
ている。これにより、距離画像センサの周りで発生する熱が熱画像センサ側に影響を及ぼ
すことを防止でき、熱画像センサの感度を向上できる。これに加え、熱画像センサを配列
する基板と距離画像センサを配列する基板とが別体となっているので、センサに最適な製
造方法の実施や、信号の読み出し回路等を配置するための設計の自由度を確保できる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、センサの感度を十分に向上させることができ、かつ製造・配置の自由
度を確保できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１実施形態に係る複合センサモジュールを示す断面図である。
【図２】複合センサの平面図である。
【図３】熱画像センサの平面図である。
【図４】距離画像センサの回路図である。
【図５】図１に示した複合センサの製造工程を示す図である。
【図６】図５の後続の工程を示す図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係る複合センサモジュールを示す断面図である。
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【図８】図７に示した複合センサの製造工程を示す図である。
【図９】図８の後続の工程を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照しながら、本発明に係る複合センサ及び複合センサモジュールの好適
な実施形態について詳細に説明する。
【００１６】
［第１実施形態］
　図１は、本発明の第１実施形態に係る複合センサモジュールを示す断面図である。同図
に示すように、複合センサモジュール１は、複合センサ１１と、レンズ１２とを備えて構
成されている。この複合センサモジュール１は、熱画像及び距離画像に基づいて、所定エ
リア内への人の立ち入りなどを感知する人感センサとして用いられるモジュールである。
【００１７】
　使用時において、複合センサモジュール１には、例えばレーザや発光ダイオードといっ
た光源２と、光源２を高周波駆動する光源駆動回路３と、光源駆動回路３の駆動クロック
を出力する制御回路４とを含む光源ユニット５が接続される。光源２からは、方形波或い
は正弦波の光強度変調がなされた変調波が出射される。この変調波は、検知対象物Ｋの表
面で反射され、レンズ１２を通して複合センサ１１に入射する。また、光源２から出射す
る光は、可視光ではなく且つＳｉに対する感度が十分に得られる波長帯であることが好ま
しく、例えば波長８００ｎｍ程度の近赤外光が選択される。なお、制御回路４からの駆動
クロックに同期した方形波或いは正弦波の変調信号（電荷転送信号）は、互いに逆相で後
述の距離画像センサ３１の転送電極４３，４３に与えられる。
【００１８】
　レンズ１２は、例えばＺｎＳｅからなる結像レンズであり、後述する距離画像センサ３
１の配列領域Ｒ２が結像面となるように配置されている。レンズ１２からは、例えば波長
０．５μｍ～２１．８μｍの帯域の光が通過し、複合センサ１１に入射する。なお、レン
ズ１２の材質は、ＺｎＳｅのほか、ＺｎＳやＡｓ２Ｓ３などを用いることもできる。
【００１９】
　次に、複合センサ１１について説明する。
【００２０】
　図１及び図２に示すように、複合センサ１１は、熱画像センサ１６がマトリクス状に配
列された第１の基板１３と、第１の基板１３よりも一回り小さく形成され、距離画像セン
サ３１がマトリクス状に配列された第２の基板１４と、を備えている。第１の基板１３及
び第２の基板１４は、いずれもＳｉによって厚さ３００μｍ程度に形成されており、例え
ば波長１．２μｍ～２１．８μｍの帯域の光が通過するようになっている。
【００２１】
　第１の基板１３の一面側には、熱画像センサ１６の配列領域Ｒ１が略正方形状に設定さ
れている。また、配列領域Ｒ１の外側には、当該配列領域Ｒ１を囲うように熱画像センサ
１６用の電極パッド１７が配列されている。電極パッド１７は、ワイヤ１８によってパッ
ケージ側の配線回路に電気的に接続されている。第１の基板１３の一面側は、電極パッド
１７の形成位置を除いて、例えばＳｉＯ２からなる絶縁膜１９に覆われた状態となってい
る。
【００２２】
　第１の基板１３に配列される熱画像センサ１６は、例えばサーモパイルやボロメータと
いった波長依存性を有しないセンサであり、複数の熱電素子を有している。熱画像センサ
１６の各画素は、図３に示すように、略矩形の受光部２０と、受光部２０の対向する２つ
の角部から受光部２０の辺に沿って互いに反対向きとなるように延びる連結部２１，２１
と、連結部２１，２１の先端部分にそれぞれ設けられる支持柱２２，２２とを有している
。
【００２３】
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　これにより、図１に示すように、受光部２０は、絶縁膜１９から僅かに離間した状態で
第１の基板１３の一面側に立設されている。また、図２に示すように、隣り合う熱画像セ
ンサ１６，１６間の配列ピッチ（受光部２０の中心間の距離）Ｗ１は、例えば６０μｍ程
度となっている。なお、受光部２０の形成領域に対応して、絶縁膜１９上にＡｌなどから
なる光反射層を設けてもよい。この場合、光反射層によって漏れ光を受光部２０に入射さ
せることが可能となり、熱画像センサ１６の感度をより向上させることができる。
【００２４】
　一方、第２の基板１４の一面側には、図１に示すように、例えば熱画像センサ１６の配
列領域Ｒ１と同等の大きさで、距離画像センサ３１の配列領域Ｒ２が略正方形状に設定さ
れている。また、配列領域Ｒ２の外側には、平面視において熱画像センサ１６用の電極パ
ッド１７よりも内側の位置で、当該配列領域Ｒ２を囲うように距離画像センサ３１用の電
極パッド３２が配列されている。電極パッド３２は、電極パッド１７と同様に、ワイヤ３
３によってパッケージ側の配線回路に電気的に接続されている。第２の基板１４の一面側
は、電極パッド３２の形成位置を除いて、例えばＳｉＯ２からなる絶縁膜３４に覆われた
状態となっている。
【００２５】
　第２の基板１４の他面側には、例えばＳｉの異方性エッチングやドライエッチングによ
って、熱画像センサ１６の配列領域Ｒ１に対応する大きさの断面略正方形状の凹部３６が
形成されている。凹部３６の内壁面には、中赤外領域の光を通す光学フィルタ膜３７が設
けられている。より具体的には、光学フィルタ膜３７は、例えばＧｅとＺｎＳとの多層膜
によって構成され、８μｍ～１４μｍ程度の帯域の光のみを通すようになっている。また
、第２の基板１４の他面側において、凹部３６の縁部には、例えばＳｉＯ２からなる絶縁
膜３８が設けられている。
【００２６】
　以上のような第２の基板１４は、凹部３６が第１の基板１３側を向くようにし、かつ熱
画像センサ１６の配列領域Ｒ１と距離画像センサ３１の配列領域Ｒ２とが積層方向から見
て重なるように第１の基板１３に積層されている。また、第２の基板１４の積層により、
凹部３６の内壁面と第１の基板１３の一面側とによって、第１の基板１３を天板として熱
画像センサ１６の周囲の空間を密封する密封体Ｓ１が形成されている。第１の基板１３と
第２の基板１４との積層には、例えば真空雰囲気下での常温接合が用いられる。したがっ
て、熱画像センサ１６が収容される密封体Ｓ１の内部空間は、真空状態となっている。
【００２７】
　第２の基板１４に配列される距離画像センサ３１は、いわゆる電荷振分型の距離画像セ
ンサである。距離画像センサ３１の各画素は、図４に示すように、入射光に応じて電荷を
発生させる受光部（電荷発生領域）４１と、予め付与される電荷転送信号に基づいて受光
部４１で発生した電荷を電荷収集領域４２，４２に転送する一対の転送電極４３，４３と
を有している。
【００２８】
　受光部４１は、レンズ１２を通った光が入射する部分であり、図２に示すように、熱画
像センサ１６の一つの受光部２０に対して２×２となるように配置されている。これによ
り、隣り合う距離画像センサ３１，３１間の配列ピッチ（受光部４１の中心間の距離）Ｗ
２は、上述した熱画像センサ１６，１６間の配列ピッチＷ１の１／２以下となっている。
また、配列領域Ｒ２において、受光部４１を除いた部分には、例えばＡｌからなる遮光部
４４が形成されている。遮光部４４は、受光部４１に相当する部分が開口するように絶縁
膜３４上に形成されており、遮光部４４に対する開口部分の比は、例えば２０％～５０％
程度となっている。
【００２９】
　電荷収集領域４２，４２は、図４に示すように、高濃度のＰ型半導体領域の表面側に低
濃度で形成されたＰ型半導体領域の更に表面側に形成された一対の高濃度のＮ型半導体領
域である。Ｎ型半導体領域は、電気的に中性な状態において電子をキャリアとして有して
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おり、キャリアが抜けた場合には正にイオン化する。したがって、電荷収集領域４２，４
２は、大きく下向きに凹む形となり、ポテンシャル井戸を構成する。電荷収集領域４２，
４２には、ソースフォロアアンプ４６，４６がそれぞれ電気的に接続されている。
【００３０】
　転送電極４３，４３は、受光部４１と電荷収集領域４２，４２との間に配置されている
。転送電極４３，４３には、制御回路４からの駆動クロックに同期した方形波或いは正弦
波の変調信号（電荷転送信号）が互いに逆相となるように付与される。付与される変調信
号がハイレベルとなった方の転送電極４３の直下には、受光部４１よりもポテンシャルが
低い領域が形成される。これにより、受光部４１で発生した電子が転送電極４３によって
転送され、対応する電荷収集領域４２に振り分けられて蓄積される。
【００３１】
　電荷収集領域４２，４２に蓄積された電荷は、ソースフォロアアンプ４６，４６からの
出力として増幅回路等を介して制御回路４に入力される。制御回路４は、ソースフォロア
アンプ４６，４６からの出力に基づいて、例えばＬ＝（１／２）×ｃ×｛Ｑ２／（Ｑ１＋
Ｑ１）｝×Ｔ０により距離を算出する。この式において、ｃは光速、Ｑ１は転送電極ＶＴ
Ｘ１側の出力信号（位相０°の出力信号）、Ｑ２は転送電極ＶＴＸ２側の出力信号（位相
１８０°の出力信号）、Ｔ０はパルス幅である。
【００３２】
　続いて、複合センサ１１の製造工程について説明する。
【００３３】
　複合センサ１１を製造するにあたっては、図５（ａ）に示すように、第１の基板１３及
び第２の基板１４をそれぞれ別体で用意する。第１の基板１３には、電極パッド１７及び
絶縁膜１９を予めパターン形成すると共に、熱画像センサ１６を配列領域Ｒ１に配列する
。また、第２の基板１４には、Ｓｉの異方性エッチングやドライエッチングによって凹部
３６を形成した後、蒸着等によって光学フィルタ膜３７を凹部３６の内壁面に形成する。
その後、電極パッド３２、絶縁膜３４，３８、遮光部４４、及び距離画像センサ３１の各
構成要素を予めパターン形成する。
【００３４】
　次に、図５（ｂ）に示すように、凹部３６が第１の基板１３側を向くようにし、かつ熱
画像センサ１６の配列領域Ｒ１と距離画像センサ３１の配列領域Ｒ２とが積層方向から見
て重なるように、常温接合によって第１の基板１３上に第２の基板１４を積層する。これ
により、第１の基板１３を天板として熱画像センサ１６の周囲の空間を密封する密封体Ｓ
１が形成される。また、第１の基板１３への第２の基板１４の常温接合を真空雰囲気下で
行うことにより、密封体Ｓ１の内部空間を真空状態とすることができる。
【００３５】
　第１の基板１３への第２の基板１４の積層を行った後、図６（ａ）に示すように、第１
の基板１３及び第２の基板１４における所定の切断予定線に沿ってレーザを照射すること
により、第１の基板１３及び第２の基板１４の内部に改質層４８を形成する。なお、作業
性の観点からは、第１の基板１３に対する改質層４８の形成を先に実施し、第２の基板１
４に対する改質層４８の形成を行うことが好ましい。
【００３６】
　改質層４８を形成した後、例えば第２の基板１４の他面側にエキスパンドシート４９を
貼り付ける。そして、エキスパンドシート４９を面内方向に伸張させることにより、図６
（ｂ）に示すように、改質層４８に沿って第１の基板１３及び第２の基板１４を切断する
。これにより、複合センサ１１の各素子が互いに分離され、図１に示した複合センサ１１
が得られる。
【００３７】
　以上説明したように、この複合センサ１１では、熱画像センサ１６の配列領域Ｒ１と距
離画像センサ３１の配列領域Ｒ２とが積層方向から見て重なるように配置されている。こ
のため、熱画像と距離画像とを同軸で取得することが可能となり、熱画像と距離画像との
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間の画像ずれを抑制できる。したがって、検知対象物を精度よく検知できる。また、演算
に要する時間の短縮及び時間分解能の向上が図られる。
【００３８】
　さらに、この複合センサ１１では、第１の基板１３と第２の基板１４との積層によって
形成される密封体Ｓ１によって熱画像センサ１６の周囲の空間が真空状態で密封されてい
る。これにより、距離画像センサ３１の周りで発生する熱が熱画像センサ１６側に影響を
及ぼすことを防止でき、熱画像センサ１６の感度を向上できる。これに加え、熱画像セン
サ１６を配列する基板と距離画像センサ３１を配列する基板とが別体となっているので、
センサに最適な製造方法の実施や、信号の読み出し回路等を配置するための設計の自由度
を確保できる。
【００３９】
　また、複合センサ１１では、第２の基板１４における距離画像センサ３１の配列ピッチ
Ｗ２は、第１の基板１３における熱画像センサ１６の配列ピッチＷ１よりも小さくなって
いる。距離画像センサ３１には、転送電極４３などの構成要素が含まれており、これらの
構成要素が熱画像センサ１６を遮蔽する遮蔽体となることが考えられる。このため、距離
画像センサ３１の配列ピッチＷ２が熱画像センサ１６の配列ピッチＷ１と同等以上である
と、熱画像センサ１６の一画素当たりの遮蔽の影響が大きくなり、熱画像の画質が劣化す
るおそれがある。したがって、距離画像センサ３１の配列ピッチＷ２を熱画像センサ１６
の配列ピッチＷ１よりも小さくすることで、熱画像センサ１６の一画素当たりの遮蔽の影
響が抑えられ、熱画像の画質を担保できる。
【００４０】
　また、複合センサ１１では、中赤外領域の光を通す光学フィルタ膜３７が密封体Ｓ１の
内壁面に形成されている。これにより、空気中の水分や二酸化炭素等の吸収によって影響
を受けやすい波長帯の光をカットでき、熱画像センサ１６の感度を一層向上できる。
【００４１】
［第２実施形態］
　図７は、本発明の第２実施形態に係る複合センサモジュール５０を示す断面図である。
同図に示すように、第２実施形態に係る複合センサモジュール５０は、複合センサ５１に
おける第１の基板１３と第２の基板１４との接合構造が第１実施形態と異なっている。
【００４２】
　より具体的には、複合センサ５１では、第２の基板１４の他面側に凹部３６を設けてお
らず、第２の基板１４の他面側は平坦面となっている。また、光学フィルタ膜３７は、第
２の基板１４の他面側の全面にわたって形成されている。第１の基板１３と第２の基板１
４との接合にあたっては、箔材５２及びリッド材５３が用いられている。箔材５２は、バ
ッファメタルに低融点金属を組み合わせた層であり、例えばＴｉ／Ｐｔ／Ａｕ或いはＣｒ
／Ｎｉ／Ａｕなどからなる。箔材５２は、第１の基板１３の一面側と第２の基板１４の他
面側とにおいて、例えば電極パッド３２と重なる位置にそれぞれ環状に配置されている。
【００４３】
　リッド材５３は、例えばコバールからなる環状の金属材である。リッド材５３は、第１
の基板１３側の箔材５２と第２の基板側の箔材５２とに挟み込まれて接合されている。こ
のリッド材５３の介在により、第１の基板１３と第２の基板１４とはリッド材５３の厚み
に対応する空間が形成されている。そして、第１の基板１３の一面側と第２の基板１４の
他面側とリッド材５３とによって、第１の基板１３を天板として熱画像センサ１６の周囲
の空間を密封する密封体Ｓ２が形成されている。密封体Ｓ２の内部空間は、第１実施形態
と同様に真空状態となっている。
【００４４】
　この複合センサ５１を製造するにあたっては、図８（ａ）に示すように、第１の基板１
３及び第２の基板１４をそれぞれ別体で用意する。第１の基板１３には、電極パッド１７
、絶縁膜１９、及び箔材５２を予めパターン形成すると共に、熱画像センサ１６を配列領
域Ｒ１に配列する。また、第２の基板１４には、例えば蒸着等によって光学フィルタ膜３
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離画像センサ３１の各構成要素を予めパターン形成する。
【００４５】
　次に、図８（ｂ）に示すように、熱画像センサ１６の配列領域Ｒ１と距離画像センサ３
１の配列領域Ｒ２とが積層方向から見て重なるようにした状態で箔材５２，５２間にリッ
ド材５３を配置し、第１の基板１３上に第２の基板１４を積層する。これにより、第１の
基板１３を天板として熱画像センサ１６の周囲の空間を密封する密封体Ｓ２が形成される
。この接合を真空雰囲気下で行うことにより、密封体Ｓ２の内部空間を真空状態とするこ
とができる。
【００４６】
　第１の基板１３への第２の基板１４の積層を行った後、図９（ａ）に示すように、第１
の基板１３及び第２の基板１４における所定の切断予定線に沿ってレーザを照射すること
により、第１の基板１３及び第２の基板１４の内部に改質層５４を形成する。なお、作業
性の観点からは、第１の基板１３に対する改質層５４の形成を先に実施し、第２の基板１
４に対する改質層５４の形成を行うことが好ましい。
【００４７】
　改質層５４を形成した後、例えば第２の基板１４の他面側にエキスパンドシート４９を
貼り付ける。そして、エキスパンドシート４９を面内方向に伸張させることにより、図９
（ｂ）に示すように、改質層５４に沿って第１の基板１３及び第２の基板１４を切断する
。これにより、複合センサ５１の各素子が互いに分離され、図７に示した複合センサ５１
が得られる。
【００４８】
　以上のような複合センサ５１においても、熱画像センサ１６の配列領域Ｒ１と距離画像
センサ３１の配列領域Ｒ２とが積層方向から見て重なるように配置されている。このため
、熱画像と距離画像とを同軸で取得することが可能となり、熱画像と距離画像との間の画
像ずれを抑制できる。したがって、検知対象物を精度よく検知できる。また、演算に要す
る時間の短縮及び時間分解能の向上が図られる。
【００４９】
　また、複合センサ５１においても、第１の基板１３と第２の基板１４との積層によって
形成される密封体Ｓ２によって熱画像センサ１６の周囲の空間が真空状態で密封されてい
る。これにより、距離画像センサ３１の周りで発生する熱が熱画像センサ１６側に影響を
及ぼすことを防止でき、熱画像センサ１６の感度を向上できる。これに加え、熱画像セン
サ１６を配列する基板と距離画像センサ３１を配列する基板とが別体となっているので、
センサに最適な製造方法の実施や、信号の読み出し回路等を配置するための設計の自由度
を確保できる。
【００５０】
　また、複合センサ５１においても、第２の基板１４における距離画像センサ３１の配列
ピッチＷ２は、第１の基板１３における熱画像センサ１６の配列ピッチＷ１よりも小さく
なっている。したがって、熱画像センサ１６の一画素当たりの遮蔽の影響が抑えられ、熱
画像の画質を担保できる。さらに、密封体Ｓ２内の光学フィルタ膜３７により、空気中の
水分や二酸化炭素等の吸収によって影響を受けやすい波長帯の光をカットでき、熱画像セ
ンサ１６の感度を一層向上できる。
【符号の説明】
【００５１】
　１，５０…複合センサモジュール、１１，５１…複合センサ、１２…レンズ、１３…第
１の基板、１４…第２の基板、１６…熱画像センサ、３１…距離画像センサ、３７…光学
フィルタ膜、４１…受光部（電荷発生領域）、４２…電荷収集領域、４３…転送電極、Ｒ
１…熱画像センサの配列領域、Ｒ２…距離画像センサの配列領域、Ｓ１，Ｓ２…密封体、
Ｗ１…熱画像センサの配列ピッチ、Ｗ２…距離画像センサの配列ピッチ。



(9) JP 5909421 B2 2016.4.26

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(10) JP 5909421 B2 2016.4.26

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(11) JP 5909421 B2 2016.4.26

【図９】



(12) JP 5909421 B2 2016.4.26

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｇ０１Ｂ  11/00     (2006.01)           Ｇ０１Ｂ   11/00     　　　Ｂ        　　　　　

(72)発明者  間瀬　光人
            静岡県浜松市東区市野町１１２６番地の１　浜松ホトニクス株式会社内
(72)発明者  櫻井　直人
            静岡県浜松市東区市野町１１２６番地の１　浜松ホトニクス株式会社内

    審査官  田中　秀直

(56)参考文献  特開２０１１－２３２６０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－１４４５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３１８１６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００７／０８６４２４（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｖ　　　８／２０　　　　
              Ｇ０１Ｂ　　１１／００　　　　
              Ｇ０１Ｊ　　　１／０２　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２７／１４６　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　５／３３　　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　５／３３５　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

